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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

窒化物半導体材料を用いた赤色発光デバイス実現に向けたInGaN結晶の製作を行っ
ている。InGaNの結晶成長条件と結晶構造・欠陥の相関性、またその欠陥の制御に
ついて成長とからめて評価を行う。

実験
Experimental

MBE法を用いて、GaN/a-Al2O3テンプレート上にIn組成20%程度のInGaNを成長さ
せた。途中、InGaN/GaN超格子(SLs)構造を挿入した。このサンプルを薄片化
し、JEOL社製JEM-ARM200Fを用い、TEM観察を行った。

結果と考察
Results and Discussion

図1に、得られた明視野走査型透過電子顕微鏡像(STEM-BF)像を示す。図より界面
制御よくInGaN/GaN SLsが成長できていることを確認した。一方で、SLsでの転位
の成長軸方向への伝搬抑制を期待したが、期待した結果が得られなかったことを確
認した。
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Fig.1 STEM-BF image of InGaN films with InGaN/GaN SLs
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